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【手続補正書】
【提出日】平成25年2月18日(2013.2.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　まず、ストリングＣＨ１１を選択するため、ストリング選択トランジスタＴｒｓ１１が
オン状態になる程度の電圧をワード線ＷＬｓ１に印加し、共通ソース線ＣＳＬはグランド
とし、ビット線ＢＬ１に所望の電圧を印加する。この時、ビット線ＢＬ１と電気的に接続
される他のストリングＣＨ２１は、ストリング選択トランジスタＴｒｓ２１がオフ状態と
なる程度の電圧をワード線ＷＬｓ２に印加することで、ストリングＣＨ２１に電流が流れ
ず非選択となる。ストリングＣＨ２２は、ストリングＣＨ２１と同様に非選択となる。ま
た、ワード線ＷＬｓ１で制御される他のストリング選択トランジスタＴｒｓ１２はオン状
態となるが、ビット線ＢＬ２を共通ソース線ＣＳＬと等電位にすることで、ストリングＣ
Ｈ１２に電流が流れず非選択となる。次に、ストリングＣＨ１１からメモリセルＭＣ１１
１を選択するため、選択トランジスタＴｒ１１１がオフ状態になる程度の電圧をワード線
ＷＬ１１に印加し、抵抗変化素子Ｖｒ１１１に電流が流れるようにする。この時、ストリ
ングＣＨ１１に含まれる他のメモリセルＭＣ１１ｎ（ｎ＝２・・・８）は、選択トランジ
スタＴｒ１１ｎ（ｎ＝２・・・８）がオン状態になる程度の電圧をワード線ＷＬ１ｎ（ｎ
＝２・・・８）に印加することで選択トランジスタＴｒ１１ｎ（ｎ＝２・・・８）に電流
が流れるため、抵抗変化素子Ｖｒ１１ｎ（ｎ＝２・・・８）に殆ど電流が流れず非選択と
なる。選択トランジスタのオン状態の抵抗は、抵抗変化素子の状態にかかわらず、抵抗変
化素子の抵抗より低く、かつ、トランジスタのオフ状態の抵抗は、抵抗変化素子の状態に
かかわらず、抵抗変化素子の抵抗より高い。
【手続補正２】
【補正対象書類名】図面
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【補正対象項目名】図１
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図１】
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